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科研/教育经历

博士毕业于北京大学，从事半导体器件特性表征和可靠性物理及应用研究，于2000年－

2001年在新加坡国立大学进行学术访问，并于2002年从北京大学博士后站出站，同年留

校工作。

 

主要研究方向

目前主要研究领域包括宽禁带半导体微波/开关功率器件理论、结构电路设计、关键工艺、

可靠性及其新型系统集成技术

 

研究成果概况

长期从事化合物半导体器件物理、结构设计、工艺和器件特性表征等方面的研究工作，也

一直承担半导体器件物理方面的教学工作。作为项目负责人，承担 “973”预研项目、国

家电子预研项目、国家自然科学基金、教育部博士点基金等科研项目。作为核心成员参加

了国家核高基项目、国家重点基础研究发展规划(973项目)子课题。发表学术论文国内外期

刊30多篇，并与他人合译教材一部，参与教材编制一部。
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